
(Ö Germanium-pnp-Leistungstransistor GD 150 
(OC 835) 

Der NF-Leistungstransistor GD 150 (alte Bezeichnung OC 835) ist ein legierter 
Ge-pnp-Flächentransistor. 
Der Transistor findet seine Anwendung in NF-Leistungsverstärkern. 

Statische Kennwerte (für 92 = 25°C —5 grd) 

Kollektorrestströme 

—Icso = 30yA< 50uUA bei —Ucg = 6V 
—Iceo = 500 uA < 1500 A bei —Uce 6V 
—Ices = J0yA< 150uA bei —Uce = 6V 

Emitterreststrom 
—Is80 = 150uUA< 500uA bei —UgB = 10V 

stark vergrößert 

Restspannung —UcEsa=04V< 0,6V —c =3A 
bei —lg =0,6A 
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung 

Gleichstromverstärkung 

—I8 = 10...20 mA bei —Ic= 200 mA —lg m 5V 
0,4V<0,7V 

— 00...200 mA bei —Ic = 1,5A —c =2V 
—UgE = 0,8V<1,2V 
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Übergangsfrequenz 
fr = 100 kHz > 60 kHz 
bal —z = OIA 

—Uc= 6V 

Wärmewiderstand 

Rıni <7,5 5& (Sperrschichtgehäuse) 

Grenzwerte (für d, = 45 °C) 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor GD 150 
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Kollektorreststrom als ion der Sperrschichttemperatur 
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Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basisemitter- 
widerstandes 

z Kühlbieche, Alu 2 mm, 
= vertikole Lage, blank. 
450} N Isolierung, Pertinax- 

-n scheibe 0,1mm. 
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Verlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur 
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